BUZ 307

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung* Vos =800V
Drain-Gleichstrom I =3A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg, = 3Q

G
Ausfilhrung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp S

Gehduse Kunststoffgehause 15 nach DIN 41869 bzw. JEDEC TO 218 AA (TOP 3).
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca. 45 g

Typ | Bestellnummer
HBUZ 307 | C67078-A3100-A2
n £,220,05
s 3_.‘ < —= 12,5:015 -—/
A o :
=TT}
TN @O
+ =+ g s
S T T T
31'.; Z’,‘rJ -—16,130.15j jo.3:0%
‘ [ 1185015 e 182005 ‘ l
i - o
< o~
-~
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vs 800 \
Drain-Gate-Spannung Voer 800 \" Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 30 A T. =50°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 12 A Tc =25°C
Gate-Source-Spannung Ves +20 \
Max. Verlustleistung P 75 w Tc =256°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tetg —-55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wérmewiderstand
Chip — Gehause Ry 5o <1,67 K/W
Chip ~ Umgebung R a <45 K/W
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BUZ 307

Kennwerte
(bei T; = 25°C, wenn.nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit

Statische Werte

Drain-Source- Vierjoss | 800 - - \ Ves = 0OV
Durchbruchspannung I, =0,25mA
Gate-Schwellenspannung Vas am 2,1 3,0 40 Vos = Vgs
I, =1mA
Drain-Reststrom Iss - 20 250 uA I, = 25°C
- 100 | 1000 T =125°C
Vbs = 200V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
VDS = OV
Drain-Source- Rbs (on) - 27 3,0 Q Vos = 10V
Einschaltwiderstand I, = 15A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Gis 1,0 1,8 - ] Vos = 25V
L = 15A
Eingangskapazitat Cis - 16 |21 nF [ Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss - 90 150 pF ;/DS = 2?:\/“
Ruckwirkkapazitat Co — [30 |s5 = z
Einschaltzeit t,, 11 (on) - 30 45 ns Vee = 30V
(tn = Iy o) F tr) t _ 40 60 L = 23A
Ausschaltzeit £, 1 - 110 | 140 Vos = 10v
4 (off) Rgs = 50Q
(tots = tyom + &) 2 - 60 80
Inversdiode
Gleichstrom Ipr - - 3,0 A To =25°C
Gieichstrom, gepulst Inam - - 12
DurchlaBspannung Vo - 105 |130 |V E =2x Iy
Vas =0V, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 1800 | — ns T, =25°C
Sperrverzégerungsladun Q, - 12 _ c | F = Ln
P g 9 9 : O/t = 100A/us
Vo = 100V
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BUZ 307

Verlustleistung P, = f(T¢) Typ. Ausgangscharakteristik In = f(Vps)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
~ T, =25°C
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Zul. Betriebsbereich I = f(Vys) Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = 7(Vs)
Parameter: D = 0,01, Tg = 25°C Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vos = 25V, T} = 25°C
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R

DS(on)

BUZ 307

Typ. Einschaltwiderstand HDS (on) = f(Ip)
Parameter: Vgg; 7; = 25°
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Typ. Ubertragungssteilheit g.; = £ (1)
Parameter: 80 us-Puls-Test,

Vos = 25V, Tj = 25°C

hbln

Einschaltwiderstand Rpg (on) = /(7))
Parameter: I, = 1,5A, Vgg = 10V
(Streubereich)
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Gate Schwellenspannung Vgsn) = f(T)
Parameter: Vpg = Vgg Ip = 1mA
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BUZ 307

Typ. Kapazitaten C = f(Vyg) Drainstrom Ip = f(T¢)
Parameter: Vgg = 0, f = TMHz Parameter: Vgg = 10V
10 .
nF
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DurchlaBkennlinie inversdiode I = f(Vgp)
Parameter: 7, t, = 80 ps
(Streubereich)
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BUZ 307

Transienter Warmewiderstand Z,,,c = f ()
Parameter: D = t/T
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Typ. Gateladung Vg5 = 7 (Qgate)
Parameter: Iny,s = 5A
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BUZ 308

676

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung ~ Vos =800V
Drain-Gleichstrom L =26A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg,,, = 4,0 Q
G
Ausfilhrung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehéuse Kunststoffgehéduse 15 nach DIN 41869 bzw. JEDEC TO 218 AA (TOP 3).
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.4,5g
Typ | Bestellnummer 4,2+005
HBUZ308 | C67078-A3109-A2 12,5505 f—
Al A £f ;
‘\T A ANV :;i é
~ 1.,3:0,15*
Lo 1612015 —ami |
} | 11,852015 fa— 18,20,15—um] ‘ J
=) & N
~t
Grenzwerte
Bezelchnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 800 \
Drain-Gate-Spannung Voan 800 \ Rgs = 20kQ
Drain-Gleichstrom I 2,6 A T. =50°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 10 A T =256°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 \
Max. Verlustleistung Py 75 w T. =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tao —-55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wirmewiderstand
Chip — Gehause Rinuc <167 K/W
Chip — Umgebung Ripua <45 K/w



BUZ 308

Kennwerte
(bei T; = 25°C, wenn sicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. |typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierjoss | 800 | — - \Y Ves = 0OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vss (i) 2,1 3,0 4,0 Vos = Vs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ioss - 20 250 BA | T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vs = 800V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Iiss - 10 100 nA Vs = 20V
Vos = OV
Drain-Source- Ros (on) - 35 40 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 15A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Grs 1,0 18 - S Vos = 25V
I, = 15A
Eingangskapazitat Cis - 16 |21 nF | Vg = OV
Ausgangskapazitat Coss - 90 150 | pF ;/DS = Z?YAH
Rickwirkkapazitat Coe — |30 |85 - e
Einschaltzeit f£,, 14 (on) — 30 45 ns Vee = 30V
(tcn = td {on) + tr) tr — 40 60 ID = 2,1A
_ Vos = 10V
Ausschaltzeit £ t, - 110 140 _
4 (off) Rgs = 50Q
(tot = tyom + #) k - 60 80
Inversdiode
Gleichstrom Ihr - - 2,6 A T, =25°C
Gleichstrom, gepulst Iorm - - 10
Durchlaspannung Veo - 1,06 113 \" I =2x Iy
Ves =0V, T, = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 1800 | — ns T, =25°C
Sperrverzogerungsladun Q - 12 - c |k =1In
P 9 ¢ 9 " : drrae = 100A/us
Ve = 100V
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BUZ 308

Verlustieistung P = f(T¢) Typ. Ausgangscharakteristik I = f(Vpg)
Parameter: 80 pségug-'rest,
- T' = Oy
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Zul. Betriebsbereich I = f(V[ys) Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = f(Vgg)

Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vps = 25V, Tj = 25°C
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BUZ 308

Typ. Einschaltwiderstand Rpg o) = f(Ip) Einschaltwiderstand Aps (on) = £ (7))
Parameter: Vgs: 7; = 25°C (Psatramgter {‘D) = 15A, Vgg = 10V
reubereic
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Typ. Ubertragungssteilheit Gis = f(Ip) Gate Schwellenspannung Vgsn) = f(T)
Parameter: 80 us-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgs Ip = TMA
Wos = 25V, 7j = 25°C (Streubereich)
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BUZ 308

Typ. Kapazititen C = f(V,g) Drainstrom I = £(T;)
Parameter: Vg = 0, f = 1MHz Parameter: Vg > 10V
10, 4
nF
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DurchlaBkennlinie Inversdiode Ir = f(Vgp)
Parameter: T, t, = 80 us
(Streubereich)
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BUZ 308

Translenter Warmewiderstand Z,,,c = (8
Parameter: D = t,/T
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Typ. Gateladung Vs = f(Qgate)
Parameter: Ippys = 5A
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BUZ 310

Eckwerte
Drain-Source-Spannung . Vos
Drain-Gleichstrom L,

= 1000V
=25A

Drain-Source-Einschaltwiderstand R, = 5,0 Q

Ausfilhrung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp
Gehéduse Kunststoffgehduse 15 nach DIN 41869 bzw. JEDEC TO 218 AA (TOP 3).
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.

Gewicht: ca. 4,5 g

N-Kanal

Typ | Bestellnummer - 4,2:0,05
BBUZ310 | C67078-A3101-A2 £ H —=f 12500 |
it A =
bk D
. !
4———(:‘_,0: ('il\. s E ;
2 7 U/ T ?
=18 ;t ~ 4,3:015
u“} : pal Fe—16,120,15 —emy f-——
‘ | 11,85:015 fu— 18.2+015—mmi ‘ l
o ~ 3_
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 1000 \
Drain-Gate-Spannung Voan 1000 \ Rgs = 20 kO
Drain-Gleichstrom I, 25 A To. =25°C
Drain-Strom, gepulst Iopus 10 A T. =25°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 v
Max. Verlustleistung Py 75 w T =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tag -55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prifklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehduse Ry <167 K/W
Chip - Umgebung R un <45 K/W
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BUZ 310

Kennwerte

(bei T, = 25°C, wenn nicht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Viemyoss | 1000 | — - \" Vas = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Viss iy 2,1 3,0 4,0 Vos = Vs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ioss - 20 250 pA T = 25°C
- 100 | 1000 T = 125°C
Vos = 1000V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Ros (on) - 45 |50 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 16A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 0.7 15 - S Vos = 25V
ID = 1,6A
Eingangskapazitat Ces - 16 |21 nF Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss - 70 120 pF ;’DS = 2?;‘/”“
Ruckwirkkapazitat Cess — |30 |55 = z
Einschaltzeit ,, L4 (o) - 30 45 ns Voe = 30V
(ton =1L om) t) t — 40 60 L = 2A
Ausschaltzeit 7 t - 110 [140 Vos = 10V
d (off) Rss = 50Q2
(ot = tyom + ) t - 60 80
Inversdiode
Gleichstrom Is - - 25 A T. =25°C
Gleichstrom, gepuist Loam - - 10
DurchlaBspannung Veo — 105 |13 \Y E =2x Ly
Vas =0V, 7, =26°C
Sperrverzégerungszeit t, - 2,0 - us T, =25°C
Sperrverzégerungsladun _ 15 _ c | F = Ln
p g 9 g [ Q. p G = 100A/jis
W = 100V

683



BUZ 310

Verlustieistung Py = 7(T) Typ. Ausgangscharakteristik I = f(Vpg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
. Tj=25°C
80 6 —
Lp-75w
w A
70 A lo \
Py \ 5 zov/'\1 77 7SV v
T 60 10V~—% //// i
N LA 65V
50 \\ l y }
N A/ 4
40 N s '
\ // :
30 ) I/ 5,5
/|t |
20 \ L~ S 5V
\\ / I~~~ |
\\ 1 ~< —
10 L5V
LV
0 % 20 40 60 80 v 100
0 50 100 °C 150
Zul. Betriebsbereich Iy = f(Vjg) ' Typ. Ubertragungscharakteristik I = (V)
Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C Parameter: 80 pus-Puls-Test,
Vos = 25V, 7j = 25°C
10’ 3
A
Iy > Iy
A 4
f =
10’ T4 08us
AS A 'r’-u FH
5 ¢ -
o5 105 111 2
A N[N L
Y T\N L N 1
o 1ocRUN. M I[N 100us
0 = e
5 \; ! /
N 1ms
AN\ | 1
3 i NN 10ms
10 ==t foJm— 100ms 3
s =07 . /
b1 |7|.||||1 N
0 IATH )
1 2 3 4 0 5 vV 10
0° 5100 5100 51 sV
—_— VDS — VGS
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BUZ 310

Typ. Einschaltwiderstand Ryg (o) = f(Ip) Einschaltwiderstand Apg (n) = f(T)
Parameter: Vgg; 7j = 25°C f’éatramgter {10) 1,6A, Vgg =
reubereic
18 15
T T o
Roston & — V=5V 55v—6v— 65V DSfon)
1 /
12 10 7
/| 14
/ /
1
"7 v 98% | A7
8 /| typ ) 7
v / / T sV P
/ /// 75V > n
6 ,/,I,I, 8Y 5 "/ ‘/
— T~ 9V L 1A ‘,/
== 10V B~ gn
L 20V—] e =
a/’ LT 2%
2
0 0
0 2 4 A 6 -50 0 50 100 °C 150
—e I —_— - 7‘J
Typ. Ubertragungssteilheit g, = 1 (Ip) ' Gate Schwellenspannung Vasih) = F(T})
Parameter: 80 ps-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgg Ip = 1MA
Wos = 25V, 7; = 25°C (Streubereich)
2 5
s Ve
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<]
F
|
-
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3 ~
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// T 2 %,
/ 2 RS
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1
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BUZ 310

Typ. Kapazititen C = f(Vpg)
Parameter: Vgg = 0, f = TMHz

-

10
nF
5
[iss
10°
5
N
o' \ N
N
5 S Coss]
~—
I Crss
107
0 10 20 30 vV 40

DurchlaBkennlinie Inversdiode Iz = f(Vgp) '
Parameter: T}, t, = 80 us
(Streubereich)

1

(| P —— R
A fr 5H ]
=
5 +25°Ctyp174/
150°C typ ] J A7
N rJ"=
10° z [~ 25°C (98%)
FE+ 150°C (98%
5
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- ¥ E‘
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I
1077 L

686

Iy

Drainstrom I = 7(7¢)
Parameter: Vgg = 10V
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BUZ 310

Transienter Wirmewiderstand Z,,,,c = f ()
Parameter: D = /T

L
W
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10“"/‘: . §§
i 0,05
5 0,02 T il
o 0,01 1] I
0 T
AT

105 510° 510% 5 102 5 1907 5 100 s 10!

—_—-}

Typ. Gateladung Vs = f(Qgae)
Parameter: Ippys = 3,75A

15
VGS v 7
=200V 7 ”
10 800V S
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T 7
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00 10 20 30 40 nC 50

— = aGate
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BUZ 311

Eckwerte
Drain-Source-Spannung. Vos
Drain-Gleichstrom I

= 1000V
=23A

Drain-Source-Einschaltwiderstand Ryg,, = 6,0 Q2

Ausfiilhrung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp
Gehéuse Kunststoffgehéduse 15 nach DIN 41869 bzw. JEDEC TO 218 AA (TOP 3).
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.

Gewicht: ca.4,5g

N-Kanal D

Typ | Bestellnummer
B BUZ 311 | C67078-A3102-A2
n £,2+0,05
£33 12,52015 j—
D /*l,'\ 1 i’ l
e S S
2 + % T T
31 "%‘ ?f‘-(’] —16,120,15 —ami __L,Bzoﬂs
n & o
* [ s e 18,2+015—om ‘ 4
o o~
~3
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 1000 \
Drain-Gate-Spannung Voen 1000 \ Rgs = 20kQ
Drain-Gleichstrom I 2,3 A T. =25°C
Drain-Strom, gepulst Inpus 9,0 A T. =256°C
Gate-Source-Spannung Vs +20 \
Max. Verlustleistung Py 75 w Tc =256°C
Betriebstemperatur- und T;
Lagertemperaturbereich Teg —-55...+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prufklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wirmewiderstand
Chip — Gehause Rinuc <167 K/W
Chip — Umgebung Ry, ia <45 K/W
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BUZ 311

Kennwerte
(bei T; = 25°C, wenn nicht anders angegeben)
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierjpss | 1000 | — - \ Vas = OV
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas am) 2.1 3,0 4,0 Vos = Vs
L =1mA
Drain-Reststrom Iss - 20 250 HA T, = 25°C
- 100 | 1000 T, = 125°C
Vs = 1000V
Vs = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vs = OV
Drain-Source- Ros (on) - 5,0 6,0 Q Ves = 1OV
Einschaltwiderstand I, = 16A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Tis 07 |15 - S Vos = 25V
L = 16A
Eingangskapazitat Ciss - 16 |21 nF | Vs = OV
Ausgangskapazitét Coss - 70 120 pF ;/DS = Zi\hilH
Ruckwirkkapazitat Cor — |30 |[s5 = z
Einschaltzeit ¢,, 1 (on) - 30 45 ns Vee = 30V
(tn = 14 on 1) t _ 40 60 L = 17A
- Ves = 10V
Ausschaltzeit £, t - 110 140 _
4 (off) Rgs = 50Q
(ot = lyom + &) ¢ - 60 80
Inversdiode
Gleichstrom Is - - 23 A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst Lam - - 9,0
DurchlaBspannung Vep - 1,05 1,3 Vv L =2x Iy
Vas =0V, 7, =25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 2,0 - us T, =25°C
Sperrverzégerungsladun Q. - 15 - Cc = by
P 9 ¢ 9 " : e = 100A/ps
Vo = 100V
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BUZ 311

Verlustieistung A, = 7(7¢) Typ. Ausgangscharakteristik Ip = f(Vpg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
- T, =25°C
80 S ’ Y P,=T5W ] =
w N [WEY V=TV
70 \ L AVt A=
N v ]/ //
Llgy 4 6,5V
60 151/ |
\ 6V
50 3 l
N /X’
40 N i
N\ /I /5‘ 55V
2 7T
30 / N
L~ ~ v
20 N i/ I~ I
N A
N, i
10 N L
4V
0 00 20 40 60 80 100 vV 120
0 50 100 °C 150

— T — ¥

Zul. Betriebsbereich I, = f(Vpg) Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = f(Vgs)
Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vog = 25V, T; = 25°C
2
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BUZ 311

Typ. Einschaitwiderstand Apg (on) = f(Ip)
Parameter: Vgg; 7 = 25°C

O T T T T T 1 T
Ves=SV 55V _ 6V ] 65V]
]
/
/
/
10 // —~
7V
//
i s s By
: =
75V 8V 9V 10V 20V
00 1 2 3 4L A S

Typ. Obertragungsstellheit g, = £ (1)
Parameter: 80 pus-Puls-Test,
Vbs = 25V, T; = 25°C

2
s
X
L/
)4
/
/
/
0
0 1 2 A3

Einschaltwiderstand Aps on) = £ (7))
Parameter: I = 1,6A, Vgg = 10V
(Streubereich)

18
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1% /
.
12 A
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98% | A
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I
A
2
0
-50 0 50 100 °C 150
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Gate Schwellenspannung Vasan = F(T)
Parameter: Vpg = Vgg Ip = TmA
(Streubereich)
5
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GS(th) L
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B
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0
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BUZ 311

Typ. Kapazititen C = f(Vpg) Drainstrom Ip = f(T¢)
Parameter: Vgg = 0, f = TMHz Parameter: Vgg = 10V
10‘I 30
nF A
5 fy
Eiss \‘\
10 20 ~
~
=
5
N A
o \ \ A
N — 10
s S — Coss] \‘
~ \
= Crss \
107 0
0 10 20 30 V40 0 50 100 °C 150

DurchlaBkennlinie Inversdiode Ir = f(Vsp)
Parameter: Tj, {, = 80 ps

(Streubereich)
10 N
p===: P
A ETJ: ﬁ_
25°Ctyp. LA
150°Ctyp. AL
/
100 A\ 7]—‘
i 25°C (98%)
H 150°C (%8%)
5
10" H
5
{
07’ __J

0 05 10 15 20 25V 30

—= Yy
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BUZ 311

Transienter Warmewiderstand Z;,,c = (0
Parameter: D = t/T
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Typ. Gateladung Vg = f(Qgate)
Parameter: Ipp,s = 3,75A
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BUZ 326

694

Eckwerte N-Kanal
Drain-Source-Spannung * Ws =400V
Drain-Gleichstrom I =10,5A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Rpg,, = 0,5Q
G
Ausfiihrung SIPMOS, N-Kanal, Anreicherungstyp S
Gehéduse Kunststoffgehduse 15 nach DIN 41869 bzw. JEDEC TO 218 AA (TOP 3).
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.45¢g
Typ | Bestellnummer
H BUZ 326 | C67078-A3112-A2
w £,2:0,05
99 —wf 12,5:015
HE by 6 ~
+ % -4d £ g
2 e ANV T T
A Jgu o] 2
* L 11,852015 tma— 18,2 20,15 —wm=] ‘ ‘
213 Y
o o~ N
~t
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol Werte Einheit | Bedingungen
Drain-Source-Spannung Vos 400 \
Drain-Gate-Spannung Voer 400 \ Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom I 10,5 A T. =25°C
Drain-Strom, gepulst Inpus 42 A Tc =25°C
Gate-Source-Spannung Vas +20 \
Max. Verlustleistung Ps 125 w T, =25°C
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Taq -55...4+150 | °C
Feuchteklasse E - DIN 40040
Prufklasse 55/150/56 DIN IEC 68-1
Wiérmewiderstand
Chip — Gehause Ry sc <10 K/W
Chip — Umgebung R ia <45 K/W



BUZ 326

Kennwerte

(bei 7; = 25°C, wenn picht anders angegeben)

Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Statische Werte
Drain-Source- Vierjoss | 400 - - \ Ves =0V
Durchbruchspannung I, =025mA
Gate-Schwellenspannung Vas i 21 3,0 40 Vos = Vgs
I, =1mA
Drain-Reststrom Ipss - 20 250 MA | T} = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vos = 400V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vos = OV
Drain-Source- Ros (on) - 04 05 Q Vos = 10V
Einschaltwiderstand I, = 6,0A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Gis 50 180 - S Vos = 25V
I, = 60A
Eingangskapazitat Cis - 1,35 (1,75 |nF |V = OV
Ausgangskapazitat Coss - 200 | 320 pF ;/Ds = 2?;/'"_'
Ruckwirkkapazitat Cos = Je0 |10 = z
Einschaltzeit ¢, L4 (on) - 25 40 ns Vee = 30V
(ton ={ o T+ t) t _ 45 70 I, = 29A
- Vos = 10V
Ausschaltzeit £, t - 250 | 310 _
d (off) Rgs = 50Q
(bt = tyom + 1) 4 _ 75 90
inversdiode
Gleichstrom ) . - - 105 |A T. =25°C
Gleichstrom, gepulst ) - - 42
DurchlaBspannung Vo - 1,0 1,5 \ F =2x Iy
Vas =0V, 7,=25°C
Sperrverzégerungszeit t, - - - ns T, =25°C
Sperrverzégerungsladun Q - - - C Fo=1In
P 9 ¢ ¢ " : Grra = 100A/ps
V= 100V
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BUZ 326

Verlustieistung Pp = f(T¢)
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Zul. Betriebsbereich I = f(Vpg)
Parameter: O = 0,01, 7o = 25°C
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Typ. Ausgangscharakteristik Iy = f(Vpg)
Parameter: 80 ps-Puis-Test,

30

20

10

15
A

T, = 25°C
_1_;5 =125W
\ [-20v 10v 8V 75V 7V 65V
"I 1] ‘65:__
W 7ioa sy
///
4 55V
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AY SV—
/ z |
N |
~— IO,SV_
A e
Xy
1
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—¥%s

Vos = 25V, T, = 25°C

Typ. Ubertragungscharakteristik I, = f (Vas)
Parameter: 80 us-Puls-Test,

/
/
/
/
/




BUZ 326

Typ. Einschaltwiderstand RDS (on) = f(Ip) Einschaltwiderstand Apg (on, = f(T)
Parameter: Vgg; 7j = 25° Parameter: I = 6A, Vgg =
< (Streubereich)
18 — 18
Q
16 RDS(on) Q
Roston) Vas=SV | S5V 6V
14 I ' 14
jaay
12 1.2
y
/
10 y / 6,5 vV 1:0 P 7
y v Pd
08 7 75V 08 v
2 gy o 4 A
6 T 9V 06 a2l
0, = , } g
- [ 0V LA [ A
3 20V | |
0.4 04 =g typ.
P
02 02
0 0
0 0 20 A 30 -50 0 50 100 °C 150
'_>In ——— TJ
Typ. Ubertragungssteliheit g, = 7(Ip) v Gate Schwellenspannung Vi) = (7))
Parameter: 80 us-Puls-Test, Parameter: Vpg = Vgg Ip = TMA
Vos = 25V, Tj = 25°C (Streubereich)
15 5
gfs S v \
GSith) -~ ml 98%
L <]
I~
10 = =
ol L fyp
ad ’
,/ ‘ T~ -
T 2%
2 k<
5 S
/ ’
0 0
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BUZ 326

Typ. Kapazititen C = f(Vg) Drainstrom I = 7(7;)
Parameter: Vgg = 0, f = TMHz Parameter: Vg = 10V
10’ 12
nF
5 Iy A
10 ™
[s
100 A iss 8
N,
5 %“\ N
\ 6
[ ———
I [DSS \
1 0—1 N~ | . \
Crss b
5
2
107 0
0 10 20 30 V40 0 S0 100 °C 150
s T

DurchiaBkenniinie Inversdiode I = 7 (Vgp)
Parameter: 7, t, = 80 us

(Streubereich)
10’
A
5
g
. AT
J
el
107 [150°Ctyp, §\25°C (96%)
‘ / 1500 C (98%)
1
10° ! }
5 I H
-1
0 10 20 V 30
—_—_———
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BUZ 351

Drain-Source-Spannung
Drain-Gleichstrom

Vos

= 400V

= 115A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Rosion) = 0,40 Q

Ausfiilhrung SIPMOS-FET-Leistungstransistor in N-Kanal-Technik.

Kunststoffgehause 15 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 218 AA (TO P3).

Der DrainanschluB ist mit dem Montagefiansch leitend verbunden.

Gehéuse

Gewicht: ca. 4,59
Typ | Bestelinummer
BUZ351 | C67078-A3103-A2

Absolute Grenzdaten
Drain-Source-Spannung
Drain-Gate-Spannung, Rgs = 20 kQ
Drain-Gleichstrom, 7, = 30°C
Drain-Strom, gepulst, 7, = 25°C
Gate-Source-Spannung

Max. Verlustleistung
Betriebstemperatur- und
Lagertemperaturbereich
Isolationsprifspannung (f = 1 min)
Feuchteklasse (DIN 40040)

Wirmewiderstand

510

Vos

0,2

e 12,5205~

510,15

M; 22005

-ﬂﬂ,’%
|
o

o

16,1205 —= 3215

L 11,854 0fSemfe—— 18,22015 — |

5 55205
=5
o |

3205

f 203

o 14,2015 —mi
f—  15£015 ——=]

210,03
-
-

042085 1,61015
4,501

—56°C... +150°C

E

$40K/W
=1,0K/W




BUZ 351

Kenndaten
(bei Tc = 25°C, wenn.nicht anders angegeben)

Statische Werte
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. | max. | heit
Drain-Source- Vierioss | 400 - - v Ves = 0OV
Durchbruchspannung L =1mA
Gate-Schwellenspannung | Vs gny 21 30 |40 Vos = Vs
I, = 10mA
Drain-Reststrom Ihss - 20 250 |pA | T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vs = 400V
VGS = OV
Gate-Source-Leckstrom Igss - 10 100 nA Vas = 20V
Vos = OV
Drain-Source- Rosom | — 035 [040 [Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand L = 5A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit Grs 33 |45 - [ Vos = 25V
L = 5A
Eingangskapazitit Ciss - 3800 | 4900 | pF Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss - 300 | 500 ;/DS = Z?YAH
Rickwirkkapazitat C.. — [120 [200 = z ;
Einschaltzeit ¢, 14 (on) - 50 75 ns Voc = 30V
(fn = tyom + %) t — 80 120 1&) = 12,9A
Ausschaltzeit ., s (ot - |33 430 A :5{%
(tor = tyom + £) t — 110 | 140
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Iq - - 115 |A Tc =25°C
Gleichstrom, gepulst Ioam - - 46
DurchlaBspannung Vo - 1,3 17 \" E =2x Iy
. Vos =0V, T, =256°C
Sperrverzégerungszeit t, - 1000 | — ns T'= 25°C | I = Ig
- - - = 150°C | d¢/dt =
Sperrverzégerungsladung | Q, - 10 - nC T,= 25°C 100A/ps
- - - = 150°C
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BUZ 351

Veriustieistung A, = 7(T¢) Typ. Ausgangscharakteristik In = f(Vyg)
Parameter: 80 us-Puis-Test,
- Tc = 25°C
1o R
A 0~
o e
P 25 A B
0 Y20V oy K=
\L/ 8V |
100 - :
20 \/ 75V]
1t/ 7 i
80 JATAYS v —
|
15 0/ !
A\
7 6,5V
60 ,71 / - —
10 — > 6\{ —
40 5 5.5V 1
Z —~> 5V
5 /7 ~
20 4,5V
= v
0 0 10 20 Vo 30
0 50 100 °C 150
—= T
Zul. Betriebsbereich I, = f (Vos) Typ. Ubertragungscharakteristik fo = f(Vgs)
Parameter: D = 0,01, Tg = 25°C Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vos = 25V, T; = 25°C
2
10 LT T 25
A RDé('on) 'p= .E
5 FER R T = al <F 5 14s 1] Io A
1/ ]
ID A\ N \\ I [ 20 II
N AN ‘
g N N 10us /
10 oc FEEER NI N [ ]1]] /
NSO 100us] 15 i
S ] \ I
4 N \ ]
A\Y \ \‘
WY 1ms 1] 10
N
10o \\\ W ” /
m——) ¢ SN 10m] 7
s Eoih ’ N1 /
rO== S
T ms ]| £
T t 7
L LU T A
10 0
10° 5 10 5 10 5 V10 0 > V.o
—— VOS —_— VGS
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BUZ 351

Typ. Einschaltwiderstand

ﬁos = fllp)
Parameter: Vgg; T = 25° fon) °

15
Q
RDS(onl
V5s=5V 55V6VESV 7V 75V
1.0
/ |
q d 4/ / 4 BY |
A LALA LA LA [
05 R ER oA T L 9V
et T T Lottt =11 10V
20V
!
o i
0 5 10 15 20 25 A 30
—lp
Drainstrom I = f(7g)
15
A
Iy
10
N
~
\\
\\
5 AN
N
\\
0
0 50 100 °C 150

Einschaltwiderstand Aps (on) = f(T))

(Streubereich)
Ip = 5,0A, Vgg = 10V
12
Q
10
RDS!on)
0.8
ydbd
'/ V] /)
06 max. A
typ. P dPg ‘//
mm\ ><> LA "/
0.4 A
a’/ ’/7
3 4
02 poe=tad
-50 0 50 100 °C 150
Gate Schwellenspannung VGS",,, = f(T)
Parameter: Vpg = Vgg Ip = 10mA
v
Vasitny T
l. ~.\ ——
T~ Jmax.
~ =~
3 T
T ~Ltyp.
T
Juy § -
2 ] <L (min.
[y
~L
1
0 o
-50 0 50 100 °C 150
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BUZ 351

Typ. Kapazititen C = f(Vpg)
Parameter: Vgg = 0, f = 1 MHz

10’

Typ. Obertragungssteitheit g, = f(Ip)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,
Vps = 25V, T; = 25°C

8
nF
g S
S fs 7
—
Ciss_
6
1° S=al
e s i
51X ~
\ \\ i 4 ,/
= Coss /
10" i
rss
/
5 2
1
107 0
0 10 20 30 VvV 40 0 S 10 15 A 20
Vos %o
DurchiaBkennlinie Inversdiode Iz = f(Vgp)
Parameter: T; &, = 80 pus
0’
A
5 B o
1A 1 L1 v
A AT
S
25°Ctyp. | | | f] LA
10' L1seeciye. LA L
=
5 if L~ 25°C max
150°C max
I
, [
10 '
5 H1 L
10"
0 05 10 15 20 25 V30
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BUZ 351

Transienter Wirmewiderstand Z,,,c = 7(t)
Parameter: D = /T
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BUZ 382

Drain-Source-Spannung Vs =400V
Drain-Gleichstrom . I =125A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg, = 0,40 Q

Ausfilhrung  SIPMOS-FRED-FET-Leistungstransistor in N-Kanal-Technik mit integrierter
schneller Inversdiode.

Gehéuse Kunststoffgehduse 15 nach DIN 41869 bzw. JEDEC TO 218 AA (TO P3).
Der DrainanschiuB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca. 4,5g

05:0.15
20,2

42
|
o (=

551015 65015
,30015
+02

Typ | Bestellnummer
BUZ382 | CB7078-A3207-A2

e 12,5:2Q15—= 017,2 2005

Rt Ve

T

T
b 144015 —am]

340,
5
7]

;
y
|
|

- 151015 — ]

~d

—
—
-]

T

16,12 0.5 —e={4 3:r

11,852 05 etea——— 18,2015 ———=f

A
24003

042005 162015
45200

. -
.

Absolute Grenzdaten

Drain-Source-Spannung Vos 400V
Drain-Gate-Spannung, Ags = 20k Vper 400V
Drain-Gleichstrom, 7, = 25°C I 12,5A
Drain-Strom, gepulst, 7. = 25°C Ioous 50A
Gate-Source-Spannung Vas +20V
Max. Verlustleistung Py 125w
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tag —585°C... +150°C
Isolationsprifspannung (¢t = 1 min) Vi -
Feuchteklasse (DIN 40040) E
Wiérmewiderstand R ia S 40K/W
R e =1,0K/W
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BUZ 382

Kenndaten
{bei To = 25°C, wenn picht anders angegeben)
Statische Werte
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. max. | heit
Drain-Source- Vieryoss | 400 - - \ Vos = OV
Durchbruchspannung L =1mA
Gate-Schwellenspannung Vss ith) 2,1 3.0 4,0 Vos = Vgs
I, =10mA
Drain-Reststrom Iss - 20 250 HA T 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Ws = 400V
Vs = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Vos = 20V
VDS = OV
Drain-Source- Ros (on) - 035 |040 |Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand L, = 5A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit s 33 |50 - S Vos = 25V
L = 5A
Eingangskapazitat Ciss - 3800 | 4900 | pF Vas = OV
Ausgangskapazitit Coss - 300 | 500 ;/DS = 2?\’5“_{
Rickwirkkapazitat Ce. — 120 [200 = z
Einschaltzeit ¢, 13 (on) - 50 75 ns Vee = 30V .
(bn = lyom + 1) t — 80 120 L = 29A
- Ves = 10V
Ausschaltzeit £, 1 oty - 330 | 430 Res = 50
(fott = lyom + #) % — 110 | 140
Schnelle inversdiode
Gleichstrom Ir - - 125 | A Tc =25°C
Gleichstrom, gepuist Ioam - - 50
DurchlaBspannung Voo - 1,4 1,9 v I =2x Iy
Ves =0V, T =25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns T 25°C | Ik = Ipg
- 220 | 300 = 150°C | di/dt =
100A/
Sperrverzégerungsladung Q. - 065 |12 ucC T,= 25°C Vo = He
- 2,6 5,0 = 150°C | 100V
Ruickstromspitze Tqpm - - - A = 25°C
- 15 - = 150°C
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BUZ 382

Verlustieistung P, = f(T¢)

140
w
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Pp
T 100
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0
0 50 100 °C 150
— T
Zul. Betriebsbereich I, = f(Vps)
Parameter: D = 0,01, 7o = 25°C
102 11T
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Typ. Ausgangscharakteristik I = 7(Vpg)

Parameter: 80 us-Puls-Test,

To = 25°C
P W=y | [ ] T
L Yes=20V | | "
BHF SRR
AR I3V NP S SnS— [V
NEEA'Vivd4 ,
N /T8
/- "
N/ e m—T
t ,1 X T ; ] v
° N ]
T 55V
;“iivﬁi}
—— 5V
o %Y ]
0 10 20 voo30

Typ. Ubertragungscharakteristik Ip = f( V)
Parameter: 80 us-Puls-Test,

25 —

Vos = 25V, T, = 25°C

A

20

P~
Ty
NN

—_— VGS



BUZ 382

Typ. Einschaltwiderstand Rps (on) = f(1p) Einschaltwiderstand Apg (o) = f (n)
Parameter: Vgg; 7o = 25°C (Streubereich)
. I = 5A, Vgg = 10V
15 - l 10
Rosion ! Q
DSton) ; 09
| |Ves=SV 55V 6V 65VTV 75V 8V || |1 Roston) o g
| ‘; | REREE : »
oht | e 0.7 71
N L max.
H L 1 i 0.6 fyp N y
; | min. A
Ny 48 1 05 db X< 4 P
rd AL y | 04 A | A
A T AT il 4 T4 A4
05 - o ‘: /: A v ’ 9V 41| A ’/‘/
| T ov 03 T AT
= — f T >
. 20V 02 et
; A
Ll Lif o1
0 I | 0
0 5 10 15 20 25 A 30 -50 0 50 100 °C 150
— [y ——7;
Drainstrom Ip = f(T¢) ' Gate Schwellenspannung Vogun) = f(T;)
Parameter: Vpg = Vgg Ip = 10mMA
5 ’
L A . vl
Vesitn) T~
b e T~k Imax
\\ M~ L
10 \\\ -\\\‘\\ N
3 e 57
mas
Juy -
N T
\ 2 ~SLm
N A
5 [~
\
\ 1
0 0 50 100 °C 150
0 50 00  °C 150 -50 0
Te -7

531



- X
Typ. Kapazitaten C = 7(Vps) Typ. Ubertragungssteilheit g, = f ()
Parameter: Vgg = 0, f = 1MHz Parameter: 80 ps-Puls-Test,
. Vos = 25V, Tj = 25°C
10 8
nF
5 G 7
Ciss__
6
10° 1] ol
A
L -
NS 5
S
5
\ ——
\ \\ ] A //
— Coss /
— 3 /
E]
10 E— Crss /
5 2 /
1
107 0
0 10 20 30 vV 40 0 S 10 15 A 20
—_— VD s J—— { D

DurchlaBkennlinie Inversdiode Ir = (VSD)’
Parameter: T; &, = 80 us

10
A
5 ot
ot
LG= /7 o
,| 25°Ctyp. AT
10 L150°C typ. ALLT-=
25°Cmax.
5 150°Cmax
/
10
5 [ ‘
10" _J ”
0 05 10 15 20 25 V30

—=Ve
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BUZ 382

Transienter Warmewiderstand 2, c = 7 (t)
Parameter: D = T
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BUZ 385

Drain-Source-Spannung Vs =500V
Drain-Gleichstrom L =90A
Drain-Source-Einschaltwiderstand Apg, = 0,8 Q

Ausfilhrung SIPMOS-FRED-FET-Leistungstransistor in N-Kanal-Technik mit integrierter
schneller Inversdiode.

Gehduse Kunststoffgehause 15 nach DIN 41869 bzw. nach JEDEC TO 218 AA (TO P3).
Der DrainanschluB ist mit dem Montageflansch leitend verbunden.
Gewicht: ca.4,5g

5:0,15
502

- 12505 @42
Typ | Bestellnummer 22005

BUZ 385 | C67078-A3210-A2

B
l &2
1] “ e i
4
LD
N
T e 14,4015 —omt

|
h
b

558015 55:0.15
32015

e 152015 —|

—-1
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Absolute Grenzdaten

Drain-Source-Spannung Vos 500V
Drain-Gate-Spannung, Ags = 20 kQ Vber 500V
Drain-Gleichstrom, 7o = 25°C I 9,0A
Drain-Strom, gepulst, 7, = 25°C Iopus 36A
Gate-Source-Spannung Vs +20V
Max. Verlustleistung Py 125W
Betriebstemperatur- und T
Lagertemperaturbereich Tao —55°C... +150°C
Isolationsprifspannung (t = 1 min) Vi -
Feuchteklasse (DIN 40040) E
Wirmewiderstand Ry, sa S 45K/W
Ry ic =1,0K/W
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Kenndaten
(bei To = 25°C, wenn.nicht anders angegeben)
Statische Werte
Bezeichnung Symbol | Kennwerte Ein- | Bedingungen
min. | typ. [ max. | heit
Drain-Source- Viemypss | 500 - - " Ves = 0OV
Durchbruchspannung L =1mA
Gate-Schwellenspannung Vas am 21 3,0 40 Wos = Vss
L, =10mA
Drain-Reststrom Ivss - 20 250 A T, = 25°C
- 100 | 1000 T, =125°C
Vs = 500V
Ves = OV
Gate-Source-Leckstrom Isss - 10 100 nA Ves = 20V
Vs ov
Drain-Source- Ros (on - 0,7 0.8 Q Ves = 10V
Einschaltwiderstand I, = 5A
Dynamische Werte
Ubertragungssteilheit G 27 |50 - S Vos = 25V
I, = 50A
Eingangskapazitat Ciss - 3800 | 4900 | pF Ves = OV
Ausgangskapazitat Coss' - 250 | 400 yDS = Z?XAH
Ruckwirkkapazitat C.. — [0 [170 = z
Einschaltzeit ¢, & (on) - 50 75 ns Voe = 30V y
(fon = tyom + 1) t - 80 120 I|./3 = (2),8A
=1
Ausschaltzeit £, b oty - 330 | 430 R‘:‘Z — 50}/2
(o = tyom + 1) 4 - 110 {140
Schnelle Inversdiode
Gleichstrom Ir - - 9,0 A Tc =25°C
Gleichstrom, gepulst Torm - - 36
DurchiaBspannung Voo - 13 1.6 \ I =2x Iy
Vas = OV, T = 25°C
Sperrverzégerungszeit t, - 180 | 250 ns T= 25°C | I = Ipg
- 220 | 300 = 150°C | di/dt =
100A/
Sperrverzégerungsladung | Q, - 065 |12 ncC T,= 25°C Ve = Hs
- 26 50 = 150°C | 100v
Rickstromspitze Tnam - - - A T,= 25°C
- 15 - 150°C
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Veriustieistung Ao = £(T¢)

140
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Py I
T 100
80
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0
0 50 100 °C 150
Zul. Betriebsbereich I, = f(Vyg)
Parameter: D = 0,01, 7o = 26°C
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Typ. Ausgangscharakteristik Iy = 7(Vpg)
Parameter: 80 ps-Puls-Test,

Tc = 25°C
VT3V [ ] ’
YT sy Ves™
AR=VII 17" ™
AW NN /4 |
15 i L I '
' Ty/ + 65V
; /; ,/ ‘ |
-0V L/ -
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~ J J
= 45V
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— LV
o L
0 10 20 30 40 VvV S0
— Vs
Typ. Ubertragungscharakteristik I = f(Vsg)
Parameter: 80 us-Puls-Test,
Vps = 25V, T = 25°C
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Typ. Einschaltwiderstand Pos ton) = f(Ip) Einschaltwiderstand Apg (o) = £ (n)
Parameter: Vgg; 7o = 25°C (Streubereich)
- I = 5,0A, Vg = 10V
3 1.8
Q Q
Rosion 1,6
VGS =5V 5,5V 6V 6.5V
Roson 14 /
LA
2 12 A
I max 4 /
~Nl A UAT
/ 10 typ. D4Rp
/ ‘ min. 14T | ]
// 7V — 08 A P //'
“ ,// A L /1 ’ T A2
N P Z\SIV_ 08 Al 17
e e s e e e e o 1Y T 1T
— 10V 04 TH7
20V — ’
0.2
0 0 P’
0 10 A 20 -50 0 50 100 °C 150
— - 0 —_— 7]
Drainstrom I = (T¢) Gate Schwellenspannung Vi) = f (n
Parameter: Vpg = Vg Ip = 10mA
12 5 ] .
A \%
' Vst | T T~ 1~
L ° 4 T
™~ Jmax
Ty -
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8 ~N \\\\\
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M ~\\\‘ typ.
\\ B
6 N ™~ ~ -
1 d )
2 S |min.
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0 0 o
0 50 100 °C 150 -50 0 50 100 °C 150
—_—— 7'[ —— r)
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Typ. Kapazititen C = 7(Vjg) Typ. Ubertragungssteilheit g, = 7 (Ip)
Parameter: Vgg = 0, f= 1MHz Parameter: 80 ps-Puls-Test,
- Vog = 25V, Tj = 25°C
1
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\\ 1/
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5 27
1
10-2 0
0 10 20 30 VvV 40 0 5 10 15 A2
_‘.VDS —_— ID
DurchlaBkennlinie inversdiode fr = f(Vgp)
Parameter: T, t, = 80us
10
A
5
L T= % !
i
|| ety { A
10" -150°C typ.g
7=
5 AT 25°C max
/ I 150°C max
JTT
10
5
w0 LL]
0 05 10 15 20 25 V30

—Vp
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Translenter Wirmewiderstand Z,,c = (1)
Parameter: D = £/ T
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